
8. Tutorübung Alexander Schwing Freitag, 13.01.2006 
Aufgabe 10: Feldeffekttransistoren 
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Für den n-Kanal MOSFET gilt: 0=gi  
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Für den p-Kanal MOSFET gilt: 0=gi  
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a) Gib ugs1 in Abhängigkeit von u1 und uds2 in Abhängigkeit von uds1 und UB an. 

b) Gib id2 in Abhängigkeit von id1 und u2 in Abhängigkeit von uds1 an. 

c) In welchem Betriebsbereich befindet sich T1 für u1 = 0V? Gib für diesen Fall ugs1, 

id1, ugs2 und id2 an. 

d) In welchem Betriebsbereich ist T2 in diesem Fall? Gib uds1, uds2 und u2 an. 

e) U1 wird nun auf 1V erhöht. In welchem Betriebsbereich befinden sich T1 und T2 für 

0 < u1 < 1V und für u1 = 1V 

f) Nun gelte u1 = 5V. Gib die Betriebsbereiche von T1 und T2 an sowie ugs1, uds1, id1, 

ugs2, uds2, id2 und u2. 
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3

1 102
V
A−⋅=β  und 2

3
2 10

V
A−=β  

Für u1 = 2.5V ist T1 im linearen und T2 im Sättigungsbereich. Des Weiteren gilt: 

id1 = -id2 = 1.125mA;     uds1 = u2 = 0.439V;     ugs2 = -2.5V;     uds2 = -4.561V 

g) Berechne die Elemente gm und g0 des Kleinsignalersatzschaltbildes von T1 und T2 

für diesen Arbeitspunkt und zeichne das KS-ESB des gesamten Inverters 

UB = 5V 
Uth1 = 1V 
Uth2 = -1V 


